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FOTOTRANZYSTOR ' BPXP 29

BPXP 29 jest krzemowym epiplanarnym fototranzystorem n-p-n 
z wyprowadzoną bazą. Montowany jest w obudowie plastikowej z 
soczewką. B H P  29 jest. szybkim fototranzystorem o dużej czuło­
ści* Znajduje zastosowanie w czujnikach optycznych, układach 
automatyki i sterowania w przetwornikach analogowo-cyfrowych.

Kropka oznaczająca emiter
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Rys.1. Obudowa fototranzystora BPXP.29

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE
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Temperatura złąoza \ t. = 100°C
Zakres temperatury otoczenia
w czasie pracy . t = »40 -+70°Cm n

PARAI-.IETRY CHARAKTERYS'TYG ZNE

Nazwa parametru Symbol ■J edn. Wartość W; runki
min. typ. rnax. pomiaru

Natężenie prądu 
oiemnego ICPJO nA 5 50 DCE - 30V 

ID = 0

Natężenie prądu 
jasnego V mA 4 6

*

UCE ' 5V .
E .= 1000lx V

=• 2856 K

Widmowy zakres 
pracy Aż\ um 0,40 

«5-1 ,05 U0E - 5 V

Długość fali 
dla maksymalnej 
czułości widmo­
wej

*opt um . 0,8 U0E = 5V'

Kąt połówkowy 
wiązki absorbo­
wane j
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t

°CE = 5V .

Czas. opóźnienia *d /US 0,4 °0E = 5V
Czas narastania ^us 0,8 1,2 I0 = 3 mA .
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•Rys.2«Charakterystyka prądowo-napięćiowa fototranzystora BPXP 29
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Rys.3 .Charakter;/styka kątowa czułości BPXP 29
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